
二次元 X線回折法によるオリゴチオフェン薄膜の結晶構造解析 

Crystal structure of oligothiophene thin film characterized by two dimensional grazing 

incidence X-ray diffraction. 
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はじめに：有機薄膜トランジスタ(OTFTs) の特性は結晶

構造によって大きな影響を受けることが知られている。こ

のため、デバイス特性を検討するためには薄膜の結晶構造

の把握が不可欠である。その一方で、ガスセンサーにも用

いられているオリゴチオフェン系薄膜の中には、結晶構造

が明らかになっていないものが存在する。そこで本研究は、

高輝度放射光と二次元検出器を用いた二次元すれすれ入射

X 線回折(2D-GIXD)測定により結晶構造が明らかにされて

いないオリゴチオフェン（DH-DS2T）薄膜の結晶構造につ

いての検討を行った。 

実験：DH-DS2T 薄膜の作製は真空蒸着法を用いた。蒸着

は自然酸化膜付き Si基板上におこない、膜厚は 80 nmとし

た。2D-GIXD測定には SPring-8 BL46XU に設置されている

多軸回折装置を用いた。回折測定に使用した X線のエネル

ギーは 12.39 keV、入射角は 0.12°とした。 

結果：測定より得られた X 線回折パターン（Fig.1(a)）よ

り作製した DH-DS2T薄膜は、結晶の ab面が基板面に平行

に配向した 空間群が P21 / a で a = 0.581 nm、  b = 

0.775 nm、 c = 3.434 nm、 = 94.33°の格子パラメー

ターを有する monoclinic 結晶であることが明らかとなっ

た。Fig.1(b)は Fig.2 に示す構造モデルより計算した回折強

度である。この計算結果は測定結果 Fig.1(a)に見られる回折

強度に類似した大小関係を有するため、Fig.2に示した構造

モデルは DH-DS2T 結晶の構造的特徴を近似しうるもので

あると考える。 

  

Fig.1 (a) 2D-GIXD patterns of DH-DS2T thin films. 

   

Fig. 1(b) simulated diffraction intensity from structural 

model. 

 

Fig. 2 Crystal structure of DH-DS2T thin films obtained 

from analysis of the intensities. 
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